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Siemens Transistor BD109 Datasheet

BD 109

NPN-Transistor fur NF-Endstufen und Schaltanwendungen

BD 109 ist ein epitaktischer MPN-Silizium-Planar-Leistungstransistor im Gehause
DA 2DINA187E (SOT-9). Der Kollektor ist mit dem Gehause elektrisch verbunden.
Fur die isolierte Befestigung des Transistors auf einem Chassis sind Isolierteile vor-
gesehen. Diese sind zusatzlich zu bestellen.

Der Transistor ist besonders fir die Verwendung in hochwartigen NF-Endstufen und
als Schalter flr groBere Leistung geeignet,

Typ Bestellnummaer
BD 109 & Q60204-X109-B
BD 108 10 Q60204-X108-C
BD 109 16 Q60204-X108-D
BD 109 gepaart Q60204-X109-P
Glimmerscheibe Q62901-B16-A
Isaliernippel 062901-B13-C Isaliernippel
fur Temp. bis 200°C
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Gewicht etwa 8.3 g Male in mm Glimmerscheibe
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Ueen 40 v
Kollektor- Basis-Spannung Uean 60 v
Emitter-Basis-Spannung Ueaa 5 W
Basisstrom Iy 0.5 A
Kollektorstrom I 3 A
Sperrschichttemperatur T 175 *C
Lagertemparatur 7. -65 his #1785 | °C
Gesamtverlustleistung (Tg = 45 °C), 8. Proe = £ (Tg) Prat 185 w
Warmewiderstand
Kollektarsperrschicht — Transistorgehause Ainia |l =<7 | grd /W
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BD 109

Statische Kenndaten (75 = 25°C)

Die Transistoren BD 109 werden bei Io = 1 A nach der statischen Stromverstér-
kung 8 gruppiert und mit Zahlen der DIN-Normreihe gekennzeichnet.

Fir folgende Arbeitspunkte gilt:

B-Gruppe 6 10 16

I. Uce B ] S B Une

A v Ie|1n Ielly I |1y v

0.1 1 |70 110 180 0.68 (=0.95)
1 1 |63 (40 bis 100)|100 (63 bis 160)[160 (100bis 250)| 0.85 (=1.2)
2 | &5 |40 70 120 0,95 (<1.3)
Kollektor-Emitter- Sattigungsspannung

(I. =2 A8 =10) Ueggae') | 0.35 (<0.75) | ¥V
Basis-Emitter- Séttigungsspannung

(Il =2A:8=10) Ugggae') | 1.0 (=1.35) | V
Kollektor-Basis-Reststrom (Ucae = 40 V) Icpo 10 (= 100) | nA
Kollektor-Basis- Reststrom

(Uegg =40V: Tg = 160°C) Icgo 20 (= 200) | pwA
K.ollektor-Emitter- Durchbruchspannung |

(Iega = 100 mA; Impulslinge 200 ps:

Tastverhaltnis 1%) Utapycen | = 40 W
Kollektor-Basis- Durchbruchspannung

(Temo = 100 pA) Utericeo = 60 v
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

(Igpo = 10 pA) Vigmyera | = 6 v
Dynamische Kenndaten (T, = 25°C)

Transitfrequenz (I = 200 mA; Uge = 10 V) fr = 30 MHz
Kollektor-Basis- Kapazitdt (Uepn = 10V) Cero | 35 (= 70) pF
Schaltzeiten: tyin <03 1L
(Te =1 A; Ty, &= gy »= 50 mA) faus =15 3

'} Der Transistor ist 50 wait Gbersteuvert, da die statische Stromverstarkung auf einen Wart von & =10
abgesunken ist.
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BD 109
MeBschaltung fur Schaltzeiten
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Uy = Parameter 'g'T
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BD 109
Stromverstarkung 8 = F (Ic) Stromverstarkung & = f ()
Ueg = 1V Ty = Paramater Ueg = 1V Ty = Paramater
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BD 109
Ausgangskennlinien fo = F (Ugg) Ausgangskennlinien [ = 7 (L)
Ty = Parameter Fa = Parameter
{Emitterschaltung) {Emitterschaltung)
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BD 109
Temperaturabhangigkeit des
Reststromes Topo = F (Ta)
Uepa = 40V
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